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論 文 内 容 要 旨          
 半導体大規模集積回路(Large Scale Integrated circuit: LSI)は金属-酸化物-半導体電界効果トランジスタ
(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor: MOSFET)の微細化により性能を向上してきた。しかしな
がら、近年ではMOSFETや配線寸法の縮小にともなう様々な問題が生じており、微細化によるLSIの高性能化
は飽和しつつある。このような問題を解決できる技術として三次元集積化技術が注目されている。三次元集積化
技術は数十μm まで薄層化した複数の LSI チップ/ウェハを縦方向に積層し、シリコン基板を貫通する垂直方向
の配線であるシリコン貫通配線(Through-Silicon Via: TSV)および金属マイクロバンプにより各層を電気的に接



























が可能なプラズマ化学気相成長(Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition: PECVD)を用いたSiO2膜が用




































縁物-半導体(Metal Insulator Semiconductor: MIS)キャパシタを形成し、容量-電圧特性を比較し、BCBを用い
ることでMISキャパシタのC-V特性におけるヒステリシスの低減が可能であることを示した。BCB前駆体に含
まれるビニルシロキサン-ビス-ベンゾシクロブテンの重量比や真空条件およびスピン塗布条件を変えた際に、底
部に成膜されるBCB膜厚およびビアホール底部のBCB膜のエッチングレートを評価することで、裏面ビアラス
トプロセスに適用可能なビアホール底部 BCB 膜厚の範囲を算出し、裏面ビアラストプロセス向けの真空支援ス
ピン塗布法によるBCBライナー形成プロセスを開発した。作製したBCBライナーは将来的なTSV性能の要求
を十分に満たす形状であった。実際にSi基板に対して、真空支援スピン塗布法を用いてブラインドビアBCBラ
イナーTSVを形成し、側壁BCB膜の電気特性を評価することでBCBライナーTSVが正常に形成されているこ
とを示した。作製したBCB ライナーTSVは高信頼・低寄生容量を有する TSVの高密度配置が必要である大規
模高性能三次元集積システムの実現に貢献可能であることを示した。 
第5章は結言である。 
上述したように、本研究では、実際に3D LSIを作製して評価することで従来のTSV形成技術に関するリーク
電流やSi-SiO2界面欠陥起因のノイズ発生の問題を明確にした。その問題を詳細に評価できる手法としてマルチウ
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ェル構造 TSV による信頼性評価を開発した。開発した評価手法は、これまで非破壊での評価が不可能であった
TSV側壁絶縁膜の電気特性のTSV深さ方向依存性を評価可能であり、大規模高性能三次元集積システムを実現
するための信頼性評価技術として貢献可能であることを示した。また、提案した裏面ビアラスト用真空支援スピ
ン塗布BCBライナーTSVは高信頼・低寄生容量・狭ピッチを実現できるため大規模高性能三次元集積システム
の実現に貢献できることを実証した。 
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